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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電防護裝置，包括：多個靜電放電防護單元，用以傳導靜電流於一第一導電
路徑與一第二導電路徑之間，其中每一靜電放電防護單元包含：一寄生電晶體，其集極

與射極各自耦接至該第一導電路徑與該第二導電路徑；以及一寄生電阻，其耦接於該寄

生電晶體之基極與該第二導電路徑之間；以及一偏壓導線，耦接至每一上述寄生電晶體

之基極。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二導電路徑為系統電壓軌
線。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二導電路徑為接地電壓軌
線。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一導電路徑耦接至一輸入焊
墊。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一導電路徑耦接至一輸出焊
墊。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中每一上述靜電放電防護單元更包
括：一金氧半電晶體，其汲極與源極各自耦接至該第一導電路徑與該第二導電路徑，而

該金氧半電晶體之閘極耦接至該第二導電路徑。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中每一上述靜電放電防護單元更包
括：一金氧半電晶體，其汲極與源極各自耦接至該第一導電路徑與該第二導電路徑，而

該金氧半電晶體之閘極浮接。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中每一上述靜電放電防護單元更包
括：一第一金氧半電晶體；以及一第二金氧半電晶體，其中該第一與第二金氧半電晶體
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串聯於該第一導電路徑與該第二導電路徑之間，而該第一與第二金氧半電晶體之閘極各

自耦接至該第二導電路徑與一第三導電路徑。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之靜電放電防護裝置，其中該第三導電路徑為系統電壓軌
線，而該第二導電路徑為接地電壓軌線。

10.   一種靜電放電防護裝置，包括：多個輸出驅動單元，用以依據一核心輸出信號產生一外
部輸出訊號並輸出至一第一導電路徑，其中每一輸出驅動單元包含：一寄生電晶體，其

集極與射極各自耦接至該第一導電路徑與一第二導電路徑；以及一寄生電阻，其耦接於

該寄生電晶體之基極與該第二導電路徑之間；以及一偏壓導線，耦接至每一上述寄生電

晶體之基極。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一導電路徑耦接至一輸出焊
墊。

12.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二導電路徑為系統電壓軌
線。

13.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二導電路徑為接地電壓軌
線。

14.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護裝置，其中每一上述輸出驅動單元更包括：
一金氧半電晶體，其汲極與源極各自耦接至該第一導電路徑與該第二導電路徑，而該金

氧半電晶體之閘極接收該核心輸出信號。

15.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護裝置，其中每一上述輸出驅動單元更包括：
一第一金氧半電晶體；以及一第二金氧半電晶體，其中該第一與第二金氧半電晶體串聯

於該第一導電路徑與該第二導電路徑之間，該第一金氧半電晶體之閘極耦接至一第三導

電路徑，而該第二金氧半電晶體之閘極接收該核心輸出信號。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之靜電放電防護裝置，其中該第三導電路徑為系統電壓軌
線，而該第二導電路徑為接地電壓軌線。

17.   一種靜電放電防護裝置，包括： 多個電晶體，其集極與射極各自耦接至一第一導電路徑
與一第二導電路徑，用以傳導靜電流於一第一導電路徑與一第二導電路徑之間；多個電

阻，分別耦接於對應之該電晶體之基極與該第二導電路徑之間；以及一偏壓導線，耦接

至每一上述電晶體之基極。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一導電路徑耦接至一輸入焊
墊。

19.   如申請專利範圍第 17項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一導電路徑耦接至一輸出焊
墊。

20.   如申請專利範圍第 17項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二導電路徑為系統電壓軌
線。

21.   如申請專利範圍第 17項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二導電路徑為接地電壓軌
線。

22.   一種靜電放電防護佈局，包括：一基體，具有一寄生電阻；一第一摻雜區，配置於該基
體，以作為該基體之電極；一第一導電路徑，配置於該基體上方；一第二導電路徑，配

置於該基體上方；多個靜電放電防護單元，配置於該基體且不與該第一摻雜區相接觸，

用以傳導靜電流於該第一導電路徑與該第二導電路徑之間，其中該靜電放電防護單元具

有一寄生電晶體結構； 多個第二摻雜區，配置於該基體且配置於該些靜電放電防護單元
之間，其中該些第二摻雜區不與該些靜電放電防護單元相接觸；以及一偏壓導線，配置

於該基體上方，其中該偏壓導線電性連接至每一上述第二摻雜區。
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23.   如申請專利範圍第 22項所述之靜電放電防護佈局，更包括：一焊墊，其中該第一導電路
徑電性連接至該輸入焊墊。

24.   如申請專利範圍第 22項所述之靜電放電防護佈局，其中該第二導電路徑為系統電壓軌
線。

25.   如申請專利範圍第 22項所述之靜電放電防護佈局，其中該第二導電路徑為接地電壓軌
線。

26.   如申請專利範圍第 22項所述之靜電放電防護佈局，其中每一上述靜電放電防護單元包
括：一金氧半電晶體，其汲極與源極各自耦接至該第一導電路徑與該第二導電路徑，而

該金氧半電晶體之閘極耦接至該第二導電路徑。

27.   如申請專利範圍第 22項所述之靜電放電防護佈局，其中每一上述靜電放電防護單元包
括：一金氧半電晶體，其汲極與源極各自耦接至該第一導電路徑與該第二導電路徑，而

該金氧半電晶體之閘極浮接。

28.   如申請專利範圍第 22項所述之靜電放電防護佈局，其中每一上述靜電放電防護單元包
括：一第一金氧半電晶體；以及 一第二金氧半電晶體，其中該第一與第二金氧半電晶體
串聯於該第一導電路徑與該第二導電路徑之間。

29.   如申請專利範圍第 28項所述之靜電放電防護佈局，其中該第一與第二金氧半電晶體之閘
極各自耦接至該第二導電路徑與一第三導電路徑。

30.   如申請專利範圍第 29項所述之靜電放電防護佈局，該第三導電路徑為系統電壓軌線，而
該第二導電路徑為接地電壓軌線。

31.   如申請專利範圍第 29項所述之靜電放電防護佈局，該第二導電路徑為系統電壓軌線，而
該第三導電路徑為接地電壓軌線。

32.   如申請專利範圍第 28項所述之靜電放電防護佈局，更包括：多個第三摻雜區，配置於該
基體中且配置於該些第一與第二金氧半電晶體之間，且該些第三摻雜區不與該些第一與

第二金氧半電晶體相接觸，其中該些第三摻雜區電性連接至該偏壓導線。

33.   如申請專利範圍第 32項所述之靜電放電防護佈局，其中是以場氧化層隔離該些第三摻雜
區與該些第一與第二金氧半電晶體。

34.   如申請專利範圍第 32項所述之靜電放電防護佈局，其中是以場氧化層隔離該些第二摻雜
區與該些靜電放電防護單元。

35.   一種靜電放電防護佈局，包括： 一基體；一第一摻雜區，配置於該基體，以作為該基體
之電極；一第一導電路徑，配置於該基體上方；一第二導電路徑，配置於該基體上方；

多個靜電放電防護單元，配置於該基體且不與該第一摻雜區相接觸，用以傳導靜電流於

該第一導電路徑與該第二導電路徑之間，其中每一該些靜電放電防護單元包括：一第一

金氧半電晶體；以及一第二金氧半電晶體，其中該第一與第二金氧半電晶體串聯於該第

一導電路徑與該第二導電路徑之間；多個第三摻雜區，配置於該基體中且配置於該些第

一與第二金氧半電晶體之間，其中該些第三摻雜區不與該些第一與第二金氧半電晶體相

接觸；以及一偏壓導線，配置於該基體上方，其中該偏壓導線電性連接至每一上述第三

摻雜區。

36.   如申請專利範圍第 35項所述之靜電放電防護佈局，其中該第一導電路徑耦接至一焊墊。
37.   如申請專利範圍第 35項所述之靜電放電防護佈局，其中該第二導電路徑為系統電壓軌

線。

38.   如申請專利範圍第 35項所述之靜電放電防護佈局，其中該第二導電路徑為接地電壓軌
線。
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39.   如申請專利範圍第 35項所述之靜電放電防護佈局，其中是以場氧化層隔離該些第三摻雜
區與該些第一與第二金氧半電晶體。

圖式簡單說明

圖 1繪示靜電放電防護電路方塊圖。

圖 2繪示為以閘極接地 N型金氧半電晶體所實施的靜電放電保護裝置。

圖 3A繪示為習知之靜電放電防護電路佈局之俯視圖。

圖 3B繪示為習知之靜電放電防護電路佈局之截面圖。

圖 4繪示為習知之靜電防護電路。

圖 5繪示為習知之靜電防護電路。

圖 6繪示為習知之靜電防護電路。

圖 7繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護裝置。

圖 8繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護裝置。

圖 9繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護裝置。

圖 10繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護裝置。

圖 11繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護裝置。

圖 12繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護裝置。

圖 13A繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。

圖 13B繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的截面圖。

圖 14繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。

圖 15繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。

圖 16A繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。

圖 16B繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的截面圖。

圖 17繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。

圖 18繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。

圖 19繪示為本發明之一較佳實施例的靜電放電防護佈局的俯視圖。
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